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产品覆盖650—6 500 V全电压等级IGBT，具有高电流密度、低开关损耗、高短路功能、低导通

压降、软关断特性、裕量大等特点，可满足智能电网、轨道交通、新能源汽车、新能源发电等多个

领域应用需求。

产品覆盖650一3 300 V SiC SBD和SiC MOSF盯，采用第三代精

比导通电阻最低可到3．2 mQ·cm2，可满足汽车、OBC、DC／DC、光伏、

产品包括晶闸管、整流管、IGCT等，电压等级覆盖600一8 500

牵引与传动、静态无功补偿、软启动等多个领域的应用需求。
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